
+(!µ_) (!µ_) +(!µ_)' (!.i!'__) ]· 
µ ll' µ l"m µ l'l" µ l"m 

(11~ 

Отсюда указанным выше методом находим 

<0+ µ2)к+~{с(3, 1,2, 1)л:+1гл:++-1 [С(3,1, 1, 1)+ 
16 2 

+ с(3,2,2, 1)-С (3, 1,2, l)]л:+л:ол:о}. 

(D + µ 2) к0 = -
0

- ----С (3 2 2 2) л;ол;ол:о+ ь "{ 1 
L 16 2 У2 ' ' ' 

+ J{l2[С(3,1,2,2)+С(3,2,1,2)-С(3, 1, 1,2)]л:+л;-л:0 }• (\2); 

Здесь <р~ = Kf - долгоживущий компонент К0-мезонов. После симметризации л:+л:-:п+. 
л:+л:0 л: 0 и т. д. в приближении µл± = µл• (D (3, а, в, с)= D (3, 1, 1, 1)) получаем 

\\7 (К+_. л:+л:-л:+) 
--------- ~ 3,21; 

\\7 (К+_. л;+л;ол;о) 

W (Кf - 3л:О) 
--------- ~ 1,82; 

W (К2-> л;+л;-л:О) 

W (К+ _. л:+л:-л:+) 

W (Kf- 3л: 0) 
,....., 1,78. (IЗ)t 

При эксперю1ентальных значениях 3,31; 1,73; 1,08 (фазовые объемы учтены 
по [2]). По-видимо~1у, распад Kf -> 3:п0 испытывзет сильное влияние других факто-
ров. Переходы с лт = 3/2 добавляют в уравнениях для к+ и к2 соответственно члены. 
пропорцио!!альные С(3, 11, 3, 1), С(3, 1, 3, 2)=0 (с точностью µк+= µК0 С(3, 3, 1, 1) = 
=С (З, 3, ! , 2)) . Так как С(З, 3, 1, ! ,) со.:~.ержит (Е/µ)ТJ -то эти добавки трудно оце

нить. Однако. если отбросить члены, содержавшие 'У]-мезоны , то добавки будут несу
щественньши. 

Переходы с ЛТ = 5/ 2 дают члены, пропорциональные с С (3, 3, 3, 1) = 

= 1 -+ [ 1+2 ( : )ТJ]· Если ri заменить на К~. то С(3, 3, 3, 1)=0. 

Как ви.:~.ио, столь простой механиз~1 нелептонных слабых распадов сразу дает 
качественно правильный результат. Для полного согласования численных значений: 
нужно, однако, учесть еще влияние коллективного взаимодействия на индивидуаль
ные переходы кварков. 
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О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ДИОДА 

Режим существования виртуального катода в межэлектродных пром ежутках мо
жет представлять интерес с точки зрения чувствительности реакции такого пром ежутка 

11а изменение энергетического состояния электронного лучка , например [1, 2). Однако 
методов р асчета характеристик, свойственных такому режиму, для реальных меж-



э,1ектродных про~iежутков с более или менее сложной конфигурацией электродов и 
с учетом конечного сечения электронного пучка не существует. Следует 11редположить, 
те~1 не менее, что в ряде случаев можно подобрать некоторый эквивалентный и,деаль
ный плоский диод с характеристиками, близкими к характеристика~~ реального меж
электродного •Промежутка. При этом критерием эквивалентности ~1ожет служить сов
падение ·вольтамперных характеристик - эксперю1ентальноИ (реального диода) и 
расчетной (эквивалентного диода). Совпадение вольтамперных характеристик одно
значно определяет и соответ.ствие всех прочих зависимостей, если они связаны с теми 
же параметрами, которые задают вид вольтамперной характе,ристики. 

Идеальный плоский диод, эквивалентный ·некое~1у реальному ~1ежэлектродном.у 
про~1ежутку, должен обладать зависимостью величины проходящего тока (10) от :по
тенциала 2-го электрода ( И2), совпадающей с аналогичной зависимостью реальнога 
про)1ежутка. Следовательно, говоря о выборе эквивалентного дио.:~.а, мы под,разуме
ваем определение остальных его .параметров : И1, d и J вх (потенциал 1-го электрода 
диода; расстояние между электродами и плотность входящего тока соответственно} . 
Температура электронов в эквивалентном диоде равна те)шературе реального элек
тронного пучка. Искомые параметры определяются с.,едующю1 об~разом. Некоторы~
две точки экспериментальной вольтам1Перной характеристихи (/01, И21 и 102, И22) мь1 
считаем решениями си.стемы, описывающей идеальный плоский .:~.иод, и находим зна
чения экв•нвалентных параметров, при которых это пр!'щположение справедливо. Для, 
описания идеального плоского диода воспользуемся системой уравнений, приведенной 
в работе [.!] и состоящей из а1ссимптотически.х выражений типа закона «rpex ВТЩJЫХ»
.I.ЛЯ а- и ~-диодов [3] (~ю обе стороны от плоскости виртуального катода) и форм,улоИ 
Больцмана. Подставляя в объединенное уравнение для а- и ~-диодов значения токов. 
и потенциалов в выбранных (опорных) точках реальной вольтамперной характери
стики, получим систему, позволяющую определить параметры эквивалентного диода : 

( v au'l•s )
2 

' 

d- 2/вх ~ 101 
( 1) 

аИ'/22 r 1 + ~ ( ~:: )' /, l S 

f 02 = --------'-'---)-2-. 
( 

r au'l•s 
d.- v 21вх ~ 102 

где а=2,33· JО-б а/в'/,, ~ = 0 ,025 в'l•tград'/,, S - сечение электронного п учка, коrорое 
необходимо ввеС1и для перехода от токов, из.меряемых в реальном пр о)1ежутке, к плот-

ностю1 токов в идеальном диоде. JJ ешая систему ( 1) относительно u;1• и -?s, полу-

::::. ,::ы::,::::":~~:·:::.::~Р::,::'С:~' :•~ы:• ::'?ш:;,~;~;I, О)'':,:' 
денные корни и представляют собой условия для нахождения параметров эквивалент-

~!ОГО ШIO!la: 

где 

d v a2b1-- .,rа;ь-; 

Y-s = -vь;-vь2 

аи'/, r 1 + ~(-I_ \'1
• 1 

2 1.2 u21 .2 ) а 
Ь=------

21вх -101.2 

(2) 

Из анализа системы для идеального плоского диода следует, что в таком диоде 
могут быть реализованы два различных типа вольтамперных характеристик с плавныw 

и скачкообразным ~11ереходом в реж'И.м полного токопрохождения [4] . Система (Н 
записана .для случая плавного пе,рехода в режим насыщения. Если же реальная вольт
амперная характеристика относится ко 2-му типу, то при подборе эквивалентного лио
да в качестве од.ного из условий ~следует взять условие, характеризующее величину 

8* 119 



тока в момент скачка l !01= l omax1 (4). В этом случае система 
~1етров экв·ива.r1ентного диода будет иметь вид 

щля определен~я пара-

(

' 
3 r 4au•f,s ) 

[ 01 = / вх 2 - у' 1 
' 

lвxd (3) 

аи;~, [ 1 + ~ ( ~ )'1' J 

(
d- i / au~l·s )

2 

V 21вх - !02 

1 02 = 

Ре~ая эту систему, получаем искомые параметры: 

И1= [ уЦ ]•/, 
2 {" ь; - у сЬ2 

d 
---
ys 

2 vа;ь; 

У~-уь;' 
rде (4) 

с= (2-~)
3

• 
lвх 

а 
Ьз=--. 

fвх 

Отметим, что речь о подборе эквивалентного пло.ского диода может идти только 
в тех случаях, когда форма экспериментальной вольтамперной характеристики отве
чает некоторым «Кi)JИтериям подобия» форме характеристики идеального диода: моно

d/0 
тонности зависимостей 10 = f (И2) и -- = f (И2), а также положительная кривизна 

dU2 

( 
d2fo >О) 
dU~ . 

При выборе опорных точек на экспериментальной вольтамперной характеристике 
для расчета эквивалентного диода следует иметь в вид.у, что чем ближе выбраны 

То , ма 

!О 

в 

б 

2 

о 

Рис. 1. 
ристики 

жутка: 

!О 

1 

гх-х-х-

х 

~ 

20 30 
Uz, б 

Вольтамперные ха~;акте
межэлектродного промР.

/ - экспериментальная, 
2 - расчетная 

1 .и 2, тем точнее алпроксим-ируется уча
сток характеристики, лежащей )Jежду ниш1. 

Для ~примера рассмотрим не1<0'l10рый 
,11ежэлектродный промежу1хж, экспер!1мен

гальная вольтамrперная характеристика ко

rорого представлена на рис. l кривой 1 
(И 1 = 120 в, lвx=9,9· L0-3 а). Сам промежу
rок с основньши размерюIИ СХе)1ат11ческ11 

изображен .на рис. 2. 

ф 30 
J 

2 

Рис. 2. Схематическая конструкци>i 
межэ.1ектродного промежутка: 1 -
электронный пучок, 2 - диафрагма 
с сеткой (l-й электрод промежутка), 
3 - коллектор (2-й электрод прю1е-

жутка) 

Выбранная нами характеристика относится к 1-му тнпу. Поэтому для подбо.ра 
эквивалентного диода испо.~ьзуется система уравнений (l), записанная для точек 1 

120 
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Рис . 3. Вольтамперная характериста
ка промежутка: х - эксперименталь-

ные точки, о - расчетные точки 

и 2 (ом . . рис. 1). Определенные по форм у
лам (2) параметры эквивалентного диода 

имеют следующие значения: И1 =22,37 в, 
d=5,075· 10- 2 см, f вх=3, 1 5· 1О- 1 а/с.м2 ; со
ответствующая им характеристика ядеаль

ноr~о модифицированного диода представ

лена 1На рис. 1 ~ри~вой 2. 
Из сопоставления кривых видно их 

полное совпадение в интервале между опор

ными 110чкам1и, а на остально1м участке рас

хождею1е не превышает 15 %. 
В межэлектродном промежутке по

добной же к;онфигурацяи .мюжно р еализо
вать при близких зиачено1 ях токов и потен
циалов и вольтамперную характеристику 

2 - го тИJпа, если несколько и з~1енить его раз
меры (например, увелич ить диаметр ко.~
лектор а на 1 ,11.м). Соотвектвующая этю~1у 
случаю вольтампериая характер•истяка пр д

ставлена на рис. 3. Ра•с ч ет параметров экви
валентного дИОl\а при это~1 проводился по 

формулам (4). Выбирая в качестве опорных 
точек точки 1 и 2, находим d = 8,089· 10- 2, 

И1 =77,8 в, fвх=3,5· 1О- 1 а/с.м2 . В данно\J 
случае точки расчетной кривой совпадают 
с экспериментальными вдоль всей вольт
амперной характеристики (см . рис. 3). 
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СТРУКТУРА дипольного РЕЗОНАНСА НА ЯДРЕ 13С 

В ПРИБЛИЖЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СВЯЗИ 

Характерной чертой сечений фотонуклонных процессов на ядрах конца р-оболоч
ки является существование так называемого «пигми» резонан са, лежащего на 10-
12 Мэв ниже основного максимума. Хотя качественная интерп,ретация этой картин"1 
как проявления р асщепления р-оболочки очеви.дна, количе.ственная оценка распреде
ления сечений вызвала определенные трудности . П роделанный расчет дипольных 
состояний в ядре :зс на базе lp+2p- 1h конфигураций дает для отн осительной интен
сивности дипольных переходов в область « пиrми » резон<~нса во много рзз занижен
ный результат [!). Положение было исправлено путем искусственного увеличения по
тенциала остаточного взаимодействия для состояни й , соответствующих возбуждению 
2+ Т =0 уровня кора - ядра 12С. 

В работах [2] был предложен метод расчета дипольных возбуждений ядер на 
базисе волновых функций промежуточной связн. В этом подходе расщепление диполь-
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